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【57】申請專利範圍
1.　一種半導體結構，其中，該半導體結構包括：
基材，該基材包括多個沿第一方向和第二方向呈陣列排布的有源區；

每個該有源區上形成有一個電晶體單元，該電晶體單元包括第一電晶體和第二電晶體，

該第一電晶體和該第二電晶體共用一個汲極；

每個該汲極上形成有一個阻變單元，每個該阻變單元包括第一憶阻器和第二憶阻器；

多條沿該第二方向延伸的字線，其中，每個該電晶體單元中，該第一電晶體與一條該字

線連接，該第二電晶體與另一條該字線連接；

其中，該第一憶阻器和該第二憶阻器均包括由下至上設置的下電極、阻變層和上電極，

其中，該第一憶阻器和該第二憶阻器共用一個該下電極。

2.　根據請求項 1所述的半導體結構，其中，
該阻變單元的延伸方向與該第一方向相交，並呈一預設角度，該預設角度的範圍為 30°
~60°。

3.　根據請求項 1所述的半導體結構，其中，該半導體結構還包括：
多條沿該第一方向延伸的位線，其中，每排沿該第一方向排列的該有源區上的該阻變單

元中，全部該第一憶阻器與同一條該位線連接，全部該第二憶阻器與另一條該位線連接。

4.　根據請求項 1所述的半導體結構，其中，該半導體結構還包括：
多條沿該第一方向延伸的源極線，每個該電晶體單元中，該第一電晶體的源區與一條該

源極線連接，該第二電晶體的源區與另一條該源極線連接；其中，相鄰兩排沿該第一方

向排列的該有源區上的該電晶體單元中，其中一排的全部該第一電晶體的該源區和另一

排的全部該第二電晶體的源區連接至同一條該源極線。

5.　一種半導體結構的製備方法，其中，該製備方法包括：
提供基材，該基材包括多個沿第一方向和第二方向呈陣列排布的有源區；

在每個該有源區上形成一個電晶體單元，該電晶體單元包括第一電晶體和第二電晶體，

該第一電晶體和該第二電晶體共用一個汲極；
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形成多條沿該第二方向延伸的字線，其中，每個該電晶體單元中，該第一電晶體與一條

該字線連接，該第二電晶體與另一條該字線連接；

在每個該汲極上形成一個阻變單元，每個該阻變單元包括第一憶阻器和第二憶阻器；

其中，該第一憶阻器和該第二憶阻器均包括由下至上設置的下電極、阻變層和上電極，

其中，該第一憶阻器和該第二憶阻器共用一個該下電極。

6.　根據請求項 5所述的製備方法，其中，
該阻變單元的延伸方向與該第一方向相交，並呈一預設角度，該預設角度的範圍為 30°
~60°。

7.　根據請求項 5所述的製備方法，其中，該製備方法還包括：
在形成該阻變單元後，形成多條沿該第一方向延伸的位線，其中，每排沿該第一方向排

列的該有源區上的該阻變單元中，全部該第一憶阻器與同一條該位線連接，全部該第二

憶阻器與另一條該位線連接。

8.　根據請求項 5所述的製備方法，其中，該方法還包括：
在形成該電晶體單元後，形成多條沿該第一方向延伸的源極線，每個該電晶體單元中，

該第一電晶體的源區與一條該源極線連接，該第二電晶體的源區與另一條該源極線連

接；其中，相鄰兩排沿該第一方向排列的該有源區上的該電晶體單元中，其中一排的全

部該第一電晶體的源區和另一排的全部該第二電晶體的源區連接至同一條該源極線。

圖式簡單說明

通過參考附圖閱讀下文的詳細描述，本發明示例性實施方式的上述以及其他目的、特徵

和優點將變得易於理解。在附圖中，以示例性而非限制性的方式示出了本發明的若干實施方

式，其中：

在附圖中，相同或對應的元件符號表示相同或對應的部分。

圖 1為本發明實施例提供的半導體結構的俯視圖；
圖 2為沿圖 1中虛線 A-A’方向的剖視圖；
圖 3為本發明實施例提供的儲存單元的結構示意圖；
圖 4為本發明實施例提供的半導體結構的製備方法的流程圖；
圖 5a至圖 5i為本發明實施例提供的半導體結構在製備過程中的示意圖。
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